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Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor şi poate fi utilizată pentru obţinerea prin metoda clorurilor a

straturilor epitaxiale AIIIBV cu parametri electrofizici reproductibili.
Pentru perfecţionarea calităţii şi reproductibilităţii parametrilor electrofizici în cadrul procesului de cultivare a

straturilor epitaxiale AIIIBV în sistem de cloruri, procesul conţinând pregătirea accesoriilor, decaparea chimică,
purjarea cu hidrogen a reactorului, termostatarea clorurii, încălzirea sursei şi a substraturilor, decaparea chimică a
substraturilor, cultivarea straturilor subţiri, se efectuează decaparea gazoasă repetată a stratului cultivat şi cultivarea lui
ulterioară.

Rezultatul tehnic al invenţiei propuse constă în perfecţionarea calităţii şi reproductibilităţii parametrilor
electrofizici ai straturilor epitaxiale.


